A211D

Monolithisch integrierter 1 W - NF - Verstérker fiir den Einsatz
in Rundfunk- und Fernsehempféngern sowie anderen akustischen
Geriten.
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1 - Bootstrap 8 - Eingang
2 - Betriebsspannung ] - Gegenkopplung
3,4,5 - Masse 10,11,12 - Masse
6 - Ausgang 13,14 - Frequenzkompensation
7 - Masse
Gehéuse : DIL - Plastgehéduse
Bauform : K21.D2.1.14 nach TGL 26 713; die Anschliisse 3...5

und 10...12 sind als Kiihistege zusammengefaBt.
Masse :ca.1g
Typstandard : TGL 22 107
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Grenzwerte, giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich :

min. max.
Betriebsspannung
mit Eingangssignal Ug 4,2 15 v
Betriebsspannung
ohne Eingangssignal Ug 18 v
Eingangsspannung v, - 05 1,5 v
Ausgangsspitzenstrom lom 1 A
Gesamtverlustleistung
J.=45°C,K =0 Piot 1 w
Gesamtveriustleistung
2 =45°C,K28cm? )' P, 1,35 w
Betriebstemperatur Ja -10 70 “©
Lagerungstemperatur S -40 125 °c
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A211D

Elektrische Kennwerte (3, = 25 °C - 5grd, Us = 9V, Rs< 50 ma
R = 8n)

Gesamtstromaufnahme
Uu=0

Innerer Gegenkopplungs-
widerstand
Ausgleichspannung
Uu=0

Eingangsstrom

U=0

Geschlossene

Spannungsverstirkung
f=1kHz, P, = 50 mW

Signal-Rausch-Abstand
Po =1W

Eingangswiderstand
fiir offene Verstirkung
f=1kHz

Kiirrfaktor
f=1kHz, P, = 50 mW
f = 1 kHz, P, = 850 mW
f=1kHz, Py = 925 mW
f=1kHz,Po=1W

min.

typ.

3,5
7,05
5,0

510

47,5

390

14
1,3
24
6,3

max.

10

10

mA

nA

dB

RRRR

)!

Die Kiihifidiche bezieht sich auf eine einseitig kupferkaschier-

te Platinenfliiche (K = 8 cm?), die sich unmittelbar am Bauele-
ment befindet und mit den Anschiiissen 3-5 u. 10-12 veritet ist.
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REL A211D

Bestellbezeichnung : Integrierter Schailtkreis A 211 D TGL 29 107
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Aligemeine Applikationshinweise :

- Die Leiterplatte ist so zu gestalten, daB die Leiterziige von Be-
triebsspannung, Masse und LautsprecheranschiuB kleinstmégliche
Impedanzen aufweisen.

- Die Betriebsspannung Ug ist mit einem Elek rolytkondensator
Z 100 uF so direkt wie mbglich am Schaltkreis abzublocken.

- Die angegebene maximale Ausgangsleistung bei einem Klirrfaktor
k = 10 % wird nur dann erreicht, wenn der Innenwiderstand der

Versorgungsspannungsquelle Rg < 50 ma ist.

- Die maximale Eingangsspannung sollte U, = 250 mV nicht iiber-
schreiten.

- Bei Ansteuerung des A 211 aue einer hochohmigen Quelle sind ggf.
die von der Rdhrentechnik her bekannten MaBnahmen gegen Brumm-
und Stérspannungseinstreuung anzuwenden (Abschirmung, giinstige
Leitungsfiihrung zum Eingang, kurze Leitungsléinge).

- Als Koppelkondensator zum Eingang des A 211 (AnschiuB 8) solite
kein Elektrolytkondensator verwendet werden.

- Ein KurzschiuB des Ausgangs (AnschiuB 6) gegen Masse oder gegen
die Betriebsspannung filhrt zur Zerstdrung des Schaltkreises und
ist deshalb zu vermeiden.

- Die Standardbeschaltung der Frequenzkompensation ist
56 pF zwischen AnschiuB 13 und 14,
150 pF zwischen AnschiuB 14 und 6,
100 nF zwischen AnschiuB 6 und Masse.

- Die untere Grenzfrequenz des RC-Gliedes am AnschiuB 6 muB kieiner
sein als diejenige des RC-Gliedes von AnschiuB 8 nach Masse.
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RET A211D

Anwendungsbeispiele :

1. NF-Verstirker mit Tonblende
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Bei dieser typischen Anwendungsschaltung des A 211 liegt der Lautspre-
cher an der Betriebsspannung; die Brummspannungsunterdriickung ist ge-
ring. Die Schaltung ist daher besonders fiir Batteriegeriite geeignet.

Bei Netzgeriiten werden an die Siebung der Versorgungsspannung hohe
Anforderungen gestelit.

Technische Daten der Anwendungsschaltung
bei Ugs = 9 V,R_ = 8a:

Ausgangsleistung bel k = 10 % : Po=1W
Eingangsspannung bei Po = 1 W : U =14 mV
Verstiirkung : V,=48dB
Bandbreite: 50 Hz ... 15 kHz
Hoéhenabsenkung bel f = 10 kHz : AV, = 10dB
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RET A21D

2. NF-Verstérker

(gv/

R 2+

In diesem Anwendungsbeispiel wurde die Standardbeschaltung so modi-
fiziert, daB der Lautsprecher an Masse liegt. Die gréBere Brummspan-
nungsunterdriickung macht diese Schaltung vor allem fiir netzgespei-
ste Empfénger interessant.
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3. NF-Verstiirker mit Leistungsstufe
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Der A 211 D léBt sich im erlaubten Arbeitsbereich auch als Leistungs-

treiber einsetzen. Im Anwendungsbeispiel arbeitet der Schaltkreis auf

einen Lastwiderstand von ca. 33n als Treiberstufe fiir das komplemen-
tére Transistorpaar. Die maximal erreichbare Ausgangsleistung wird in
erster Linie durch den Kollektorstrom und die Verlustieistung der End-

stufentransistoren bestimmt.

ATIASAS

Fir Ug = 12 V und R, = 40 sind die Transistortypen BD 254/255 bzw.
BD 135/136 geeignet.
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